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Sposób wytwarzania obudowanych elementów elektronicznych

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarza¬
nia elementów elektronicznych obudowanych two¬
rzywami sztucznymi.

Znane są sposoby obudowywania elementów
elektronicznych z podłożami ceramicznymi pole¬
gające na umieszczeniu ich w pudełkach, zata¬
pianiu lub zalewaniu. Są one jednak niedogodne,
a często powodują powstawanie dość znacznej
ilości braków, Szczególnie procentowo duża ilość
braków (około 35%) występuje wtedy, gdy her¬
metyzowane są tworzywami sztucznymi elementy
elektroniczne z ceramicznymi płytkami podłożo¬
wymi, głównie na skutek pękania płytek. Do¬
tychczas na tego rodzaju obudowy starano się do¬
bierać tworzywa o podobnym lub bardzo zbliżo¬
nym współczynniku rozszerzalności, przez co obu¬
dowany tworzywem element miał możliwość dość
swobodnego rozszerzania się i kurczenia podczas
zmian temperaturowych, co powodowało jego pę¬
kanie lub rozhermetyzowanie.

Sposób wytwarzania obudowanych elementów
elektronicznych według wynalazku polega na za¬
stosowaniu na obudowy takiego tworzywa sztucz¬
nego, które posiada współczynnik rozszerzalności
3—15 razy większy niż współczynnik rozszerzal¬
ności samego elementu elektronicznego z podło¬
żem ceramicznym lub szklanym. Proces herme^y-
zacji prowadzi się w temperaturze wyższej niż
dopuszczalna temperatura pracy wytwarzanego
elementu elektronicznego, a więc w granicach

80—250° C, z tym, że w momencie herrnetyzacji
tworzywem sztucznym — podłoże ceramiczne z
naniesioną strukturą powinno być podgrzane w
granicach temperatury 55—85°C. Cały zahermety-

5 zowany element po wyjęciu z prasy i ewentual¬
nym dotwardzeniu chłodzi się stopniowo, tak aby
czas dojścia do temperatury pokojowej nie był
krótszy, niż 20 minut. Uzyskuje się wówczas efekt
ściskający, dzięki któremu płytka podłożowa ele-

10 mentu elektronicznego wraz z naniesionymi struk¬
turami nie ma możliwości rozszerzania się, a tym
samym pękania lub rozhermetyzowania.

Szczegółowy przykład postępowania według wy¬
nalazku przedstawia się następująco: elektronicz-

15 ny mikroelement o funkcji tłumika naniesiony na
płytce podłożowej o współczynniku rozszerzal¬
ności 50 «x 10_7/°C podgrzewa się do temperatury
65—70°C, a następnie hermetyzuje się na prasie
przetłocznej tworzywem sztucznym typu epoksy-

20 dowego z wypełniaczami o współczynniku roz¬
szerzalności 25 x 10-6/°C w temperaturze 160—
190°C. Następnie tworzywo podlega utwardzeniu
i stopniowemu ostudzaniu do temperatury poko¬
jowej w czasie około 30 minut.

25 Tak wykonany układ może pracować w zakresie
temperatur —40° do +125°.
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element na podłożu ceramicznym ogrzewa się do
temperatury 55—85°C i hermetyzuje kompozytem
tworzywa sztucznego w współczynniku rozsze¬
rzalności 3—15 razy większym niż obudowywany
element, przy czym sam proces hermetyzacji pro¬

wadzi się w temperaturze 80—250°C, a studzenie
zahermetyzowanego elementu do temperatury po¬

kojowej następuje w czasie nie krótszym niż 20
minut.
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